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CIENKOWARSTWO/A STRUKTURA PRZEWCDZ4CA, ZWLASZCZA
DO WYTWARZANIA SIECI REZYSTYWNO PRZE4ODZACYCH

Tz3iedzina techniki. Przedmlotem wynalazku Jest clenkowarstwowa
struktura przewodzgca, zwiaszcza do wytwarzanla sieci rezystywno przewodzacych.
Struktura ta posiada dobre wlasciwoéci lutownicze, zapewnlajgce tatwoé¢ montazu tech-
nikg lutowania i umozliwiajgce wykonanie sieci rezystywno przewodzgcych metodq selek-
tywneJ fotolitografii wielokrotnej.

Stan techniki. Znane sg cienkowarstwowe struktury przewodzgce nano-
szone na warstwe rezystywng w jednym procesie pompowania lub w oddzielnych cyklach
pompowania. Warstwg podatng na lutowanie jest warstwa zlota, ktéra wykazuje jednak ma-
Y3 odpornoéé na rozpuszczanie w roztoplonym lutowiu. W celu zwigkszenia odpornoéci na
rozpuszczanie stosuje sie pod warstwe¢ ztota, warstwe¢ chromu lub nichromu. ¥ czasie
starzenia termicznego, atomy chromu dyfundujg w warstwe ztota i powodujg zmniejszenie
szybkoécl rozpuszczania ztota w stopie lutowniczym.

Znane obecnie clenkowarstwowe struktury przewodzgce wymagajg starinnego doboru
gruboéci warstwy chromu albo nichromu w zaleznoécl od gruboéci warstwy zlota i warun-
kéw procesu starzenia termicznego.

Zbyt mala gruboéé warstwy chromu lub nichromu nie zabezpiecza dostatecznie struk-
tury przewodzaceJ przed rozpuszczaniem w roztoplonym lutowiu, natomiast w przypadku
zbyt grubej warstwy chromu lub nichromu nastepuje dyfuzja atoméw chromu na powierzch-
ni¢ warstwy zlota, co zmnlejsza lutownoé¢ struktury.

Giéwnym materialtem tych struktur Jjest zZoto, ktérego straty w procesie naparowy-
wania sg znaczne. Ze wzgledu na koszt i znaczenie, metal tej jest odzyskiwany z wng¢t-
rza komory préiniowe], lecz Jjest to proces trudny w praktycznynm zastosowaniu. '

Znene jest z opisu patentowego USA nr 3621 442 zastosowanie niklu jsko materialu
podatnego na lutowanie wymiennie ze z2otem, jednak warstwa niklu w przeciwierstwie
do zlota tracl wlasnoéci lutownicze w procesie starzenia termicznego i wymage zabez-
pleczenia przed utlenianiem sieg.
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Istota wynalazku, Cienkowarstwowa struktura przewodzgca wedlug wy-
naluzku, skiadajgca sig¢ z warstwy przewodzgcej wykonanej z niklu lub jego stopéw oraz
warstwy zabezpiecz%Jchj warstwe¢ przewodzgcq przed utlenianiem, charsakteryzuje si¢ tym,
2e je) warstwa zabezpleczajgca wykonana jest z wanadu o grubofci powyZeJ nm.

Warstwg wanadu szczelnle zabezpiecza powlerzchni¢ niklu przed utlenianiem w proce-
sle starzenia terricznego i przed lutowaniem jest selektywnie odtrawiana od warstwy
niklu, ktéra ma dobre wiaéciwosdci lutownicze po przeprowedzonym procesie sturzenia ter-
micznego.

Wykonanie struktury przewodzgceJ w postucl warstwy niklu powyzej 300 nm oraz wars-
twy ochronnej z wanadu, powyZeJ 50 nm zapewnia po strawieniu utlenionej warstwy wanadu
szybkie pokrycie lutowiem struktury przewodzgcej w czasle okolo 5 sek. 1 Jjednoczeénie
posiada duzg odpornoé¢ na rozpuszczanie w roztopionym lutowiu.

Przyktad wykonania., Struktura przewodzgca btdaca przedmiotem wy-
nalezku Jjest nanoszona na warstwe rezystywng w Jednym stanowiku préiniowym, w czasie
Jednego cyklu pompowania, a potem poddana procesowi obrébki fotolitograficznej w celu
uzyskania 2adanej‘sieci rezystywno przewodzgcej. W przypadku trudnosci w odtrawianiu
niklu od warstwy rezystywnej naparowana Jjest waratwa rozdzielajgca warstwy rezystywng
od warstwy niklu, np. warstwa tytanu. i

Réwniez w przypadku konieczncéci poprawienia przyczepnoéci warstwy niklu do wars-
twy rezystywnej stosowana jest warstwa adhezyjna np. warstwa tytanu.

Zastosowanie cienkowarstwowej struktury przewodzacej wedlug wynalazku umozliwia
zacgzczedzenle ztota oraz usprawnla technologle wytwarzania cienkowarstwowych ukladéw
hybrydowyche.

Zastrzezenie patentowe

Cienkowarstwowa struktura przewodzgca, zwtaszcza do wytwarzania siecl rezystywnc-
przewodzgcych, skladajqca si¢ z warstwy przewodzgcej wykonanej z niklu lub jego stopéw
oraz warsetwy zabezpieczajgcej warstwg¢ przewodzgcy przed utlenieniem w czasie procesu
starzenia termicznego, z namienna tym, 2e warstwa zabezpleczajgca wykonana
Jest z wanadu o gruboéci powyieJ 50 nm.
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